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Patenianspruchc: 

1. Korpuskularsirahloptischcs Gcrai /ur Korpus- 
kelbesirahlung cines PrSparats mil eincr glcichniii- 
Big mit Korpuskeln bestrahltcn Maskc, die clinch 
das oplische System des Cerates auF dcm Prfiparai 
abgebildet isi. dadurch gekenn/cichnct, 
daB die Maske (6) mil mehreren Lochmusicrn (17, 
17') versehen ist und daB cin /wischen Maske (6) 
und Praparat (8) liegendes Ablenksystcm (II, W) 
vorgesehen ist, durch das das Bild der Maske (6) aiif 
dcm Praparat (8) in zwei Koordinalcn vcrschicbbar 
ist wobei jeweils einer gegebenen Ablenkrichlung 
cin Lochmuster (17, 17') der Maske (6) zugeordncl 
ist und Mitiel vorgesehen sind, die wahrcnd der Ab- 
bildung eines Lochmusters (17) eine Abbildung der 
iibrigen Lochmuster (17') verhindern. 

2. Korpuskularstrahloptisches Gerai nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet. daB die Mitlcl. 
die wahrend der Abbildung eines Lochmusters (17) 
eine Abbildung der ubrigen Lochmuster (17') ver- 
hindern, aus wenigstens einer Abdeckmaskc (21) zur 
Abdeckung eines Teiles der Lochmuster (17, 17') bc- 

3. Korpuskularstrahloptisches Gerat nach An- 
spruch 1, dadurch gekennzeichnet daB die Mitiel, 
die wahrend der Abbildung eines Lochmusters (17) 
eine Abbildung der ubrigen Lochmuster (17') ver- 
hindern, aus unter Teilen der Maske (6) angeordnc- 
ten elektrostatischen Ablenkelementen (23, 23', 28) 
bestehen, bei deren Erregung Strahlen, die cincn 
Teil der Lochmuster (17, 17') durchsetzen, zur Ab- 
bildung nicht beitragen. 



Die Erfindung bezieht sich auf ein korpuskularstrahlop- 
tisches Gerat zur Korpuskelbestrahlung eines Priipa- 
rats mit einer gleichmaBig mit Korpuskeln beslrahlten 
Maske, die durch das optische System des Geraies auf 
dem Praparat abgebildet ist. 

Ein derartiges Gerat das beispielsweise zur Hcrstcl- 
lung von Mikroschaltungen auf Halbleiterplattchen 
dient, ist in Form eines elektronenoptischen Gerates 
bekanni, bei dem die Maske auf dem Praparat verklei- 
nerl abgebildet wird ()>Optik«, Bd 36 (1972). S. 93 bis 
110). Die Maske ist an den den nichi zu belichtendcn 
Praparatbereichen entsprechenden Stellen elektronen- 
undurchlassig. v^ahrend sie an den den zu belichten- 
dcn Praparatbereichen zugeordneten Stellen mit Off- 
nungen versehen ist. Bei diesem Gerat kann es vor- 
kommen, daB komplizierte zu erzeugende Bestrah- 
lungsmuster Masken erforderiich machen, die eine ge- 
ringe mechanische Stabilitat aufweisen. Tretcn bei 
einem Bestrahlungsmuster beispielsweise unbelichtele 
Teilflachen auf. die zumindest annahemd vollstandig 
von bclichteten Praparatbereichen umgeben slnd^so 
bedeutet dies, daB die Maske an der entsprechenden 
Stelle- eine elektronenundurchiassige Flache besitzen 
muB, die ebenfalls zumindest annahernd vollstandig 
von bffnungen der Maske umgeben ist. 

Es sind zwar Vorrichtungen bekannt, die die Erzeu- 
gung derartiger komplizierter Belichtungsstrukturen 
ermogtichen. Diese Vorrichtungen erfordern jedoch 
einen erheblichen apparativen Aufwand. Die Bclich- 
lung des Praparats erfolgt dabei mit Hilfe eines Rastcr- 



Elckironcnmikroskops. Bei dicscm wird der Elckiro- 
nenstrahl raslcrfSnnig ubcr das Praparat hmwegge- 
fuhrt. Die Hell- bzw. Dunkelsteucrung des Strahls gc- 
schieht bei eincr bckanntcn Vorrichtung unter Vcrwcn- 
5 dung cines Lichtpunkl-Abtasters (Flying Spot Scanner). 
Dicscr bcstchl aus einer Kathodcnstrahlrohrc. dercn 
Lcuchtschirm vom Elcktroncnslrahl gleichmaBig bc- 
schricben wird. Der sich damil crgcbendc Lichtpunkl 
bcleuchiet eine Maske, die ein dem /u er/eugenden 
,0 Fliichenmuster enlsprechcndcs Muster aufweist. Das 
von der Maske durchgelassene Licht dicnl als Hcllslcu- 
ersignal des mit der KathodcnstrahlrShrc synchroni- 
sicrten Rasier-Elektronenmikroskops (Rev. Sci. Instr. 
44 (1973), S. 1282 bis 1285). Bei dicser Vorrichtung ist 
15 die Hcrstellungszcit eines Flachcnmuslcrs glcich der 
Zcii. die erforderiich ist, das gcsamte Bildfcld des Mi- 
kroskops zu belichten. 

Bei einer weiteren bekannten Vorrichtung erfolgt die 
Hellsieuerung des Elektronenstrahls des Rastcr-Elck- 
20 ironenmikroskops mit Hilfe eines Digilalrcchners. Die 
zu belichienden Flachen werden dabei nachcinander je- 
weils rasterformig beschrieben (J. Vac, Sci. TcchnoL 10 
.(1973). S. 1052 bis 1055). Bei dieser Vorrichtung isl die 
Herstcllungszeit eines Flachenmusters von dcsscn 
25 Form und GroBe abhangig; sie ist mindcstens glcich 
dem Produkt aus der Gesamtzahl der zu belichtendcn 
Rasierpunkte und der erforderlichen Belichtungszeit 
eines derartigen Punktes. Unter Rasterpunkt ist dabei 
eine Flache zu verstehen, die gleich der Querschnitts- 
30 flache des Elektronenstrahls auf dem Praparat ist. 

Die Erfindung befaBt sich mit der Aufgabe. em kor- 
puskularstrahloptisches Gerat der eingangs gcnannten 
Art zu schaffen. bei dem die Bestrahlungszert gcgen- 
uber den beiden zuietzt genannten Vorrichtungen vcr- 
35 kurzt ist und das mit einer relativ einfachen und mecha- 
nisch stabilen Maske die Herstellung auch komplizier- 
ter Flachenmuster. beispielsweise Flachenmusicr mit 
isoliertcn Teilflachen, ermoglicht Die Losung dicscr 
Aufgabe bestehi erfindungsgemaB darin, daB die Mas- 
40 ke mit mehreren Lochmustern versehen ist und daB ein 
zwischen Maske und Praparat liegendes Ablenksystcm 
vorgesehen ist, durch das das Bild der Maske auf dem 
Praparat in zwei Koordinaten verschiebbar ist, wobei 
jeweils einer gegebenen Ablenkrichtung ein Lochmu- 
45 ster der Maske zugeordnet ist und Mittel vorgesehen 
sind, die wahrend der Abbildung eines Lochmusters 
eine Abbildung der ubrigen Lochmuster verhindern. 

Bei dem erfindungsgemaBen Gerat ist das Flachen- 
muster in aufeinanderfolgenden Schritten erzeugt Bei 
50 jedem dieser Schritte ist eines der Lochmuster 
korpuskularstrahloptisch auf dem Praparat abgebildet 
und in der zugehorigen Richtung um einen vorgegcbe- 
nen Wert ausgelenkt. Wahrend dieses Vorgangs sind 
die ubrigen Lochmuster unwirksam gemacht. 

Dies kann in einfacher Weise durch wenigstens eine 
Abdeckmaske erfolgen, die oberhalb bzw. unterhalb 
der Maske vorgesehen ist. Ist die Maske beispielsweise 
mit zwei Lochmustern versehen, so ist es in der Regel 
ausreichend, eine einzige Abdeckmaske vorzusehen, . 
60 die wahrend der Abbildung des ersten Lochmusters das 
zweite Lochmuster und anschlieBend das erste Loch- 
muster abblendet wobei sie das zweite Lochmuster fur 
die Abbildung freigibt. ^ . u 

Eine weitere Moglichkelt zur Abblendung der Loch- 
65 muster besteht darin. unter Teilen der Maske elektro- 
statische Ablenkelemente anzuordnen, bei deren Erre- 
gung Strahlen, die einen Teil der Lochmuster durchset- 
zen. zur Abbildung nicht beitragen. 



55 



24 60 716 



Die bishcrigcn Ausfuhrungcn bczichcn sieh auf die 
Hcrsieliung cincs cinzigen. aus mchrcrcn Tciien /usam- 
nicngcscl/ten Flachenmusicrs. Die Erfindung bielcl 
uuch die Moglichkeii. mchrcrc Flachcnmuster in rclativ 
cinfachcr Wcisc hcr/usiellen. So \si cs bcispiclswcisc 5 
bci dcr Eivcugung von inicgrierlen Schallkrciscn in dcr 
Rc-cl notig. das Priiparai in mchrcrcn Siufcn mu jc- 
wcHs cincm Bcstrahlungsmusicr zu vcrschcn und an- 
schlicBcnd daran in cnlsprcchendcr Wcise. bcispicls- 
weisc durch Bcdampfung, loncn-lmplaniicrung u.dgi. lo 
/u bchandcln, Bci dcm crfindungsgemaBcn GcriU isi es 
moglich, mchrercn dicscr Slufen jcwcils vcrschicdcnc 
Lochniusicr auf dcr Maske zuzuordnen. die nachcinan- 
der auf dcm Priiparat abgebildet und in der bcschncbe- 
ncn Wcise ausgclenkl werden. *5 

Zwar isl es bei dem eingangs genannien clekironcn- 
optischcn Gcral cbenfalls moglich, das Praparai in auf- 
cinanderfolgenden Stufen zu belichten. In diesem Fall 
isl aber jcdcr Slufe jeweils eine Maske zuzuordnen. Die 
Maskcn musscn bei der bekannien Anordnung nachem- 20 
ander in den Sirahlengang gebracht und bezugiich dcs 
Praparats zcnlricrl werden. Bei dem erfmdungsgema- 
Ben Geral hingegcn isl weder ein Maskenwechsel noch 
cine Zentrierung der Maske vorzunehmen. 

Es isl bekannt (»Optik«, Bd. 38 (1973). S. 246 bis 260), 25 
cin Strichgiuer, das abwechselnd beiichtetc und unbe- 
lichlele Streifen aufweist. dadurch zu erzeugen, daB cin 
aus waagerechien und senkrechten elekironenundurch- 
liissigen Streifen bestehendes Kreuzgiuer elekironen- 
opiisch auf ein Praparai abgebildet und das Biid in 30 
Richlung der waagerechten Streifen des Kreuzgiucrs 
durch ein Ablenksysiem urn einen Beirag ausgelenkt 
wird der gieich der Breite der senkrechten Streifen dcs 
Giuers isl. Ein Bestrahlungsmuster mit kompliziertcr 
Struktur, beispielsweise mil isolierten unbelichieten 35 
Teiiflachen. laBt sich dabei aber nicht erzielen. 

In den Fig. 1 bis 4 isl ein Ausfuhrungsbeispiel der 
Erfindung dargestellL Es zeigt 

Fig 1 ein elekironenoptisches Verkleinerungsgeral 
/ur Abbildung des eleklronenoptischen Bildes emer 40 
Maske auf einem Praparai. 
F i g. 2 Ausschnitie der Maske in der Aufsichl, 
Fig- 3 das sich auf dem Praparai ergebende Fla- 
chenmusier, 

F i g. 4 einen Querschnill einer Maske mil elekirosia- 45 
lischen Abienkelemenien. 

Das in F i g. 1 dargesiellle elekironenopttsche Ver- 
kleinerungsgeral 1 dient zur Herstellung von Mikro- 
schaltungen. Es weisl eine Elektronenquelle 2. einen 
Kondensor 3, eine magnetische Feldlinse 4 und eine 50 
Verkleinerungslinse 5 auf. In der Mine der Feldlinse 4 
befindel sich eine gleichmaBig besirahlte Maske 6 (vgi. 
den eingezeichneien Sirahlengang 7), die mit mehreren 
Lochmusiern versehen isl. deren elekironenoptische 
Bilder nacheinander in der Registrierebene 9 des Gera- 55 
tes t erzeugl werden. 

Am On der Einirittspupilie 10 der Verkleinerungslm- 
se 5 befinden sich zwei elektrostatische Ablenkplallen- 
paare 11, IT. die eine Auslenkung der in der Registrier- 
ebene 9 vorliegenden, verkleinerien eleklronenopti- 60 
schen Bilder der Lochmuster ermoglichen. 

In der Figur isl ferner ein Elektronenmikroskop 12 
dargesleilt, das dem Verkleinerungsgeral 1 nachgeord- 
nel isl und das zur Konlrolle und Scharfsiellung der 
eleklronenoptischen Bilder in der Registrierebene 9 65 
diem. Das Elektronenmikroskop 12 weist erne Objek- 
livlinse 13, eine Projeklivlinse 14 und einen Leucht- 
schirm 15 auf. 



In der Registrierebene 9 des Vcrkleinerungsgcriiics 1 
isi cin Priiparat 8 angeordneu das mil cincr clckironcn 
cmpfindlichcn Schichi. z. B. Foioresisi-Lack. bcdccki 
ist Zur Er/eugung eines aus zwei Tcilcn bcstchcndcn 
Flachenmusicrs auf dcm Praparai 8 miiiels Elckironcn- 
bcsirahlung bcsiizi die Maske 6 z. B. cine in F i g. 2 aus- 
schniilswcise wiedergegebcne Gesiali. Die Maske 6 ust 
als clektroncnundurchlassige. z. B. metallischc Platte 16 
ausgebildci. die in ihrem einen Tcil cin crslcs Muster 17 
von Lochern 18 und in ihrem anderen Tcil cin /wcilcs 
Muster 17' von Lochern 18' zum Durchtrilt von Elck- 
ironen aufweist. Die bciden Lochmusicr 17, 17' werden 
nacheinander auf dem Priiparat 8 abgebildet und wah- 
rcnd dcr Belichiung des Praparates 8 jeweils mil Hilfe 
dcr Ablenkplalienpaare 11, 11' in einer /iigehongcn 
Richlung ausgelenkt. Diese Auslenkung kann durch 
cine monoion ansieigende Ablenkspannung odor auch 
durch eine Wechselspannung. z. B. sinus- odcr sSgc- 
zahnformig. crfolgen. Auf dem Praparai ergebcn sich 
dadurch belichiete Flachen oder Linienziigc. dercn Ab- 
messungen in Richlung der zugehorigen Auslenkung 
durch die Lange dieser Auslenkung und durch die wirk- 
same LSnge dcs zugehorigen Loches. d. h. die Abmes- 
sung des Loches in der Richlung der Auslenkung, bc- 
siimml sind. Die Breite der Flache bzw. des Linienzu- 
ges ist durch die Breite des enisprechenden Loches, 
d. h. die Abmessung senkrechl zur Richlung der Au-s- 
lenkung, gegeben. . , • r 1 

Die Belichiung des Praparates 8 geschiehl in folgen- 
der Weise: Es isi zunachsl das ersie Lochmuster 17 auf 
dem Praparai 8 abgebildet. wahrend das zweiie Loch- 
muster 17' z. B. durch eine auf der Maske 6 geiegte 
Abdeckmaske 2t abgeblendel isl. Das Ablenkplalten- 
paar 11 ist dabei zeilabhangig derarl erregt. daB das 
elekironenoptische Biid des Lochmusiers 17 das Prapa- 
rai 8 in Richlung des eingezeichneien Pfeiles 19 gleich- 
formig bis zu einer maximalen Auslenkung ubersireicht, 
die gieich der Lange dieses Pfeiles ist. Die Erregung des 
Ablenkplattenpaares 11 z. B. erfolgl miltels eines an- 
deuiungsweise dargestellten Sagezahngnerators 20. 

AnschlieBend isi das Biid des erslen Lochmusiers 17 
unwirksam gemachi und das zweiie Lochmuster 17' auf 
das Praparai 8 projiziert. Dies geschiehl dadurch. daB 
die Abdeckmaske 21 uber das Lochmuster 17 gescho- 
ben wird, wobei sie das Lochmuster 17' freigibt. Die 
Positionierung des Bildes des zweiten Lochmusiers 17' 
mil Hilfe des Ablenkplattenpaares 11' kann dabei z. B. 
durch das Elektronenmikroskop 12 konlrollierl werden. 
Das Biid des zweiten Lochmusiers 17' wird dann durch 
eine zusatzliche Spannung am Ablenkplatienpaar 11' 
gieichformig in Richlung der strichliert eingezeichne- 
ien Pfeile 19' bis zu einem Beirag ausgelenkt. der gieich 
der Lange dieses Pfeiles ist. Dies geschiehl durch zu- 
satzliche Erregung des Ablenkplattenpaares 11' miuels 
eines weiteren Sagezahngeneraiors 20'. 

Bei der in F i g, 1 dargestellten Vorrichtung erfolgt 
die Ausblendung des jeweils nichl zur Abbildung gelan- 
genden Lochmusiers mit einer Abdeckmaske 21. Es isl 
jedoch auch moglich, unterhalb der Maske 6 elektrosta- 
tische Ablenkelemente, z. B. elektrostatische Ablenk- 
plalien, vorzusehen, die jeweils einem Lochmuster zu- 
geordnel sind und bei deren Erregung das elekironen- 
optische Biid des zugeordneten Lochmusiers aus der 
Einirittspupilie 10 der Verkleinerungslinse 5 ausgelenkt 
wird. Derartige Ablenkpiatten 22. 22' sind in F 1 g. 1 
strichliert eingezeichnet. 

Auf dem Praparai 8 ergibt sich ein Bestrahlungsmu- 
ster. das in F i g.3 dargestellt ist. Das Bestrahlungsmu- 
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sler. das v.ur Hcrslellung von Anschliisscn cirics nichi 
dargcsielllcn integrierien Schaltkrciscs dicni, bcsit/.l 
belichicic Flachen. die von unbclichlcicn Rhchcn uni- 
geben sind Die belichieten Flachen bcsichcn aus den 
Teilcn I und II. Die Telle I sind durch Abbildiing dcs 
Lochmiistcrs 17 bzw. dureb dcssen Auslcnltung in dor 
angegcbcncn Weise (Pfeil t9) er/.cugt. Die Telle II sind 
in enisprcchender Weise durch Abbildung bzw. Auslcn- 
kung dcs Lochmuslcrs 17' gebildeu Nach entsprechcn- 
der Bchandlung. beispielsweise Abloscn dcr elcktm- 
nenempfindlichen Schichl an den belichieten Slcllcn I 
und IMasscn sich auf dem Praparal Fliichcn cr/cugcn. 
die sich in ihrer Funktion von den umgcbcndcn Machcn 
unicrscheiden. Diese Flachen sind in dem dargcsielllcn 
Beispiel durch Galvanisierung bzw. Bedampfung mil 
einer leilcndcn Schicht versehen. Es sci crwilhnl. daU 
Leilerbahnen durch" Elckironenbesirahlung audi dirckl 
gebildet wcrden konnen. In diesem Fall ist das Praparal 
mil einer Schicht zu versehen, die cine durch Eleklro- 
nenbestrahlung reduzierbare Metailverbindung cnihalu 
Wie aus F i g.3 hervorgehl, sind die Lochnuisicr 17 
bzw. 17' so gewahlu daB sich die entsprechendcn be- 
lichieten Flachen I und H an den Ubergangsstellcn dcr 
Flachen I in die Flachen II jeweils iiberlappen, so dal3 
die erforderlichen Verbindungen zwischcn diescn Flii- 
chcn gesichert sind. Ferner isl in F i g. 3 zu crkcnncn. 
daI3 sich dprch die crfindungsgemaBe Abbildung von 
zwei Lochmustern in der dargestellten Weise kompli- 
zierle Besirahlungsnriusier erzcugen lassen. Von Bcdcu- 
lung sind dabei die Flachen E die nahezu volisiandig 
von belichieten Flachen umgeben sind. Wolllc man das 
in Fig. 3 dargcslellle Beslrahlungsmuster nach dem 
bckannten Prinzip durch statische Abbildung einer 
Maske in einem. Verfahrensschritl erzeugen, so ware cs 
auBerordenllich schwierig. hierfur eine Maske mil au.s- 
reichender mechanischer Slahilitai herzustellen. 

An Stelle der in F i g. 3 dargestellten Lochmaskc 6 
mil voneinander abgeselzten Lochmustern 17, 17' kann 
auch eine Lochmaske mit- ineinanderliegenden Loch- 
mustern vorgeschen sein. Damit ergibi sich die Mog- 
lichkeit, auf einer vorgegebenen Maskenflache mehrcrc 
Lochmuster. die sich jeweils iiber.die gesamte Masken- 
flache ersirccken, unterzubringen. Bei Verwendung 
einer Abdeckmask? zur Abdeckung eines Teiles dcr 
Lochmuster ist diese dann mit Durchtritlsoffnungen fur 
die das.abzubildende Lochmuster durchsetzenden Kor- 
puskularstrahlen zu versehen^ DarOber hinaus kann es 
in diesem Fall erforderlich werdea, fiir jedes Lochmu- 
ster der M.asKe. eine besondere Abdeckmaske vorzusc- 
hen. Der pertigungsaufwand fiir die Abdeckmaske 
kann jedoch gering gehalten.werdea-da die Lochcr dcr 



Abdeckmaske in ihrcm Durchmcsser groBcr scin kon- 
nen als die zugeordncicn Lochcr dcs abzubildenden 
Lochmuslcrs; aus dem glcichcn Grundc isl in die.scm 
Fall eine gcnaue Justierung dcr Abdcckmiiskc 21 nichl 

5 crfordcrlich. Bei Verwendung von clcklroslauschcn 
Ablcnkclemcntcn ware hingcgcn pro Lochmuster cine 
Viclzahl dcrarligcr Elcmcnlc anzubringcn. Dcr Aufbau 
cincr Maske mil incinandcrlicgcnden Lochmustern und 
den Lochern jedes Lochmuslcrs zugeordncicn cicklro- 

10 slaii.schcn Ablcnkciemcnlcn isl in F i g. 4 dargcstcllt. 
Die Maske 6 weist zwei Lochmuslcr auf, von dcncn 
jeweils zwei Locher 18 bzw. 18' zu schcn sind. Die Lo- 
chcr 18, 18' sind an der der Strahlquellc abgcwandlcn 
Scilc von jc einem elekiroslalischcn Ablcnkclcmcnt 23. 

15 23' flankicri, die gcgcnubcr dem gccrdclcn mcialli- 
schcn Korpcr 25 der Maske 6 durch cine Isolici-schichi 
24 abgcsclzl sind und denen jeweils cin cbcnfalls gccr- 
delcs Element 28 gegenubersichl. Die Ablcnkclcmcnlc 
23. 23' der beiden Lochmuslcr 17. 17' .sind untcrcinan- 

20 dcr parallel geschaltet, Sie konnen ubcr cinen Doppel- 
schalicr 26 aliernierend an eine Spannungsqucllc 27 an- 
geschlosscn wcrden. Isl es erforderlich, die die IJichcr 
18' durchsetzenden Elektroncn aus/ublcndcn, so bcfin- 
dei sich der Schalter 26 in dcr eingczcichnclcn Stcl- 

25 lung. Die Ablenkelemente 23' sind damit an die Span- 
nungsquelle 27 angeschlossen. Zwischcn den Ablcnk- 
elcmenien 23' und den zugehorigen Elcmenicn 28 be- 
siehl eine Spannung; die das entsprcchcndc Loch 18* 
durchsetzenden Elektronen wcrden aus der Einlriltspu- 

30 pille 10 der Verkleinerungslinse 5 (Fi g. 1) ausgclcnkt. 
Die Ablenkelemente 23 sind in diesem Fall gccrdcl;das 
bedeulet. daB die durch die Locher 18 hindurchlretcn- 
den Elektronen in die Eintriltspupille gelangen und da- 
mit das zugehorige Lochmuslcr 17 auf dem Praparal 

35 abbilden konnen. 

Zur Ausblendung des Lochmusters 17 und Abbildung 
des Lochmusters 17' auf dem Praparal wird der Schal- 
ter 26 umgelegt. Die Ablenkelemente 23' sind dann 
nichl mehr erregt; das Lochmuster 17' kann auf dem 

40 Praparal abgebildet werden, Hingcgen sind nun die 
Ablenkelemente 23 erregt und die die Locher 18 durch- 
setzenden Elektronen aus der Eintriltspupille der Ver- 
kleinerungslinse ausgelenkt. 
Die Anwendung der Erfindung kommt, wie an Hand 

45 der Figuren erlautert. in erster Linie bei elekironenop- 
lischen Verkleinerungsgeralen in Frage. Die Erfmdung 
kann jedoch auch in Elektronenbeslrahlungsgeraten 
eingesetzt werden» die das Bild der Maske im Verhalt- 
nis 1:1 auf dem Praparal abbilden. In grundsatzlich 

50 gleicher Weise kann die Erfindung auch bei ionenopti- 
schen Bestrahlungsgeraten angewendel werden. 
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